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技術資料: MT5F24382

－ 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1700V 系列 － 

RBSOA と SCSOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術資料：MT5F24040 

 

 

 

  

 

Reverse bias safe operating area
[1700V Inverter IGBT]

+Vge=15V, -Vge15V, RgRg(spec.) Tj=150oC
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図 RBSOA と SCSOA 
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技術資料: MT5F24040

－ 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1700V 系列 － 

大電流出力特性 

 

V シリーズ 1700V 系列 

条件： Tj=25℃、125℃、150℃ 

 Vge=15V 

注1） 本データは 2MBI650VXA-170E-50 の代表波形であるとともに、モジュールの内部抵抗を含まないチップ

での数値です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Collector to Emitter voltage Vce (V)

R
at

io
 o

f c
ol

le
ct

or
 c

ur
re

nt
 to

 r
at

in
g

(a
.u

.)

Tj=25deg.C

Tj=125deg.C

Tj=150deg.C

Vge=15V

 



 

 
 

1
2014 年 1 月

技術資料: MT5F27843

－ 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1700V 系列 － 

Rg と Cge による逆回復 dv/dt とスイッチング損失特性 

 

測定素子： 2MBI550VN-170-50  

条件：  Vdc=900V, Ic, If=550A, Vge=+/-15V, Rg=vari., Cge=0, 47, 100nF  

  Tj=25oC or 125oC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  (a) 逆回復 dv/dt の Rg 依存性           (b) ターンオン損失の Rg 依存性 

 

  

  (c)  ターンオフ損失の Rg 依存性          (d) 逆回復損失の Rg 依存性 
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技術資料: MT5F27843
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スイッチング損失の総和逆回復 dv/dt の Cge、Rg 依存性から、Cies を付加することで損失総和と逆回復

時の dv/dt の関係性が改善されていることがわかります。 

逆回復 dv/dt を低減させるためには、ゲート－エミッタ間に Cge を付加することが効果的です。しかし

ながら Cge を付加することでスイッチング損失は増加するため、ゲート抵抗を低減する必要があります。

概ね同一のスイッチング損失を得るための Cge、Rg としては、Cge は仕様書記載の Cies の約 2倍、Rg は適

用している Rg に対して約半分を適用いただきますと、概ね Cies 付加前の損失と同程度の総損失を得るこ

とが可能となります。しかしながら詳細につきましては、実機にて確認いただきますようお願いいたしま

す。 
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技術資料: MT5F27806

－ 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1700V 系列 － 

接合耐圧 VCES と接合温度 Tj 

 

 

 

一般的に半導体素子は、低温になるに従ってシリコン結晶内の格子振動が低下しキャリアの衝突が抑制

されます。これによりインパクトイオン化率が高くなるため、素子耐圧が低くなります。したがって低温

での使用が想定される状況におきましては、その耐圧低下を含めた設計をお願いいたします。 
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 図．接合耐圧の接合温度依存性 
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技術資料: MT5F27812

－ 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1700V 系列 － 

-Vge とスイッチング損失 

 

測定素子：2MBI550VN-170-50 

条件：Vcc=900V, Vge=+15V, -Vge=vari., Rg=3.3Ω, Tj=125℃, Ic=550A 
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図．-Vge とスイッチング損失 
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技術資料: MT5F27828

－ 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1700V 系列 － 

サージ電圧のゲート抵抗依存性 

 

評価素子： 2MBI550VN-170-50 

評価条件： Vdc=900V, Ic=550A, Vge=+/-15V, Tj=vari., Rg=vari. 

IGBT モジュールのターンオフ時に発生するサージ電圧はゲート抵抗に依存します。 

上図からわかるように、サージ電圧のゲート抵抗依存性はピークを持つ関係となります。これは IGBT

チップがターンオフする際の素子内部のキャリアの挙動と IGBTのゲートを構成するMOSFET部から流れ

込む電流の挙動に起因します 1)。 

したがってサージ電圧抑制のためにゲート抵抗 Rg を大きくした場合、予想に反して逆にサージ電圧が

大きくなる場合がありますのでご注意ください。 

 

参考文献  

1) Y. Onozawa et al., “Investigation of carrier streaming effect for the low spike fast IGBT turn-off”, 

Proc. ISPSD, pp173-176, 2006. 
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    図．ターンオフサージ電圧のゲート抵抗依存性 
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技術資料: MT5F27830

－ 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1700V 系列 － 

ターンオフ時の-dIc/dt と Tj 特性 

 

測定素子：2MBI550VN-170-50 

条件：Vcc=900V, Vge=+15V/-15V, Rg=3.3Ω, Tj=vari., Ic=550A 
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図．ターンオフ時の-dIc/dt と Tj 特性 
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技術資料: MT5F27803

Von1

I1 ↓ ↓ I2 

Von2

－ 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1700V 系列 － 

2in1 パッケージモジュールの並列接続 

 

回路構成と計算式 

 

ΔVon=|Von2-Von1| (Von2>Von1) 

  Ic(ave)=(I1+I2)/2 

電流アンバランスは Von1、Von2 の差異によって発生し、

電流は I1、I2 に分かれます。この場合、電流アンバランス

は下記計算式で求めることができます。 
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図．ΔVon と電流アンバランス率 

 

n 素子を並列接続した場合の許容最大電流∑I は、2 並列時の電流アンバランス率αを用いて以下の式で

表すことができます。なお本許容最大電流∑I は参考値となります。 
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技術資料: MT5F27808

－ 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1700V 系列 － 

短絡耐量 

 

 

0

10

20

30

40

50

250 500 750 1000 1250 1500

Vcc [V]

S
h
o
rt

 c
ir
c
u
it
 c

ap
ab

ili
ty

: 
P

w
 [

u
se

c
]

min.@125deg.C
min.@150deg.C
typ.@125deg.C
typ.@150deg.C

 

図 印加電圧と短絡耐量の相関関係（1700V 系列） 

1700V-V series 
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